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【公表番号】特表2008-505490(P2008-505490A)
【公表日】平成20年2月21日(2008.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2008-007
【出願番号】特願2007-519252(P2007-519252)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０５Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月14日(2008.5.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理チャンバを含むプラズマ処理システムにおいて、基板の加工処理工程にお
ける処理の選択性を改善する方法であって：
　処理ガス混合物と親和性を有するプレコート（pre-coat）ガス混合物を前記プラズマ処
理チャンバ内に流入させる工程；
　前記プレコートガス混合物の第一プラズマを照射する工程；
　前記基板を前記プラズマ処理チャンバに導入する工程；
　前記プラズマ処理チャンバ内に処理ガス混合物を流入させる工程；
　前記処理ガス混合物の第二プラズマを照射する工程；
　前記第二プラズマにより前記基板をエッチングと積層の少なくとも１つを実施する工程
；を含み、
　前記第一プラズマが、前記プラズマ処理チャンバ内の表面にプレコート膜を形成して、
前記第二プラズマ中の少なくともいくらかの量のラジカルを引きつけるように構成されて
いることを特徴とする処理の選択性を改善する方法。
【請求項２】
　前記プレコートガス混合物を流入させる前に、ウエハのない状態で前記プラズマ処理チ
ャンバを清浄化する工程をさらに有する請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記処理ガス混合物が、エッチング種（etchant species）を含む請求項１記載の
方法。
【請求項４】
　前記プレコート膜が保護膜形成種のため前記エッチング種と化学的に反応する請求項３
記載の方法。
【請求項５】
　前記保護膜形成種が前記基板の少なくとも一部を被覆する請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記処理の選択性が、フォトレジストのエッチングの選択性である請求項１記載の方法
。
【請求項７】
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　前記処理の選択性が、ＢＡＲＣのエッチングの選択性である請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記処理の選択性が、無機材料のエッチングの選択性である請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記処理の選択性が、がシリコンのエッチングの選択性である請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記プレコートガス混合物がＯ２を含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記プレコートガス混合物がＨＢｒを含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記プレコートガス混合物がＣｌ２を含む請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記プレコートガス混合物がＨｅを含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記プレコートガス混合物がＮ２を含む請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記プレコートガス混合物がＡｒを含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記プレコートガス混合物がＣＦ４を含む請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記プレコートガス混合物がＣＨ２Ｆ２を含む請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記プレコートガス混合物がＣＨＦ３を含む請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記プレコートガス混合物がＣＨｘＦｙ（ｘ、ｙは共に整数）を含む請求項１記載の方
法。
【請求項２０】
　前記プレコートガス混合物がＳｉＣｌ４を含む請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　前記プレコートガス混合物がＳＦ６を含む請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　前記プレコートガス混合物がＮＦ３を含む請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　前記基板が半導体ウエハである請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　前記基板がガラスパネルである請求項１記載の方法。
【請求項２５】
　基板をプラズマで加工処理するためのプラズマ処理システムであって、このプラズマ処
理システムは：
　プラズマ処理チャンバ；
　前記プラズマ処理チャンバの表面に形成されるプレコート；を含み、
　前記プレコートは、前記プラズマが前記プラズマ処理チャンバの中の前記基板に対して
エッチングと積層の少なくとも１つの処理を実施する時に、前記プラズマの少なくともい
くらかの量の処理ラジカルを引きつけるように構成されていることを特徴とする、プラズ
マ処理システム。
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